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mente (10) zwischen einem Substrat (1) und einer Dielekt- 16 > 153
rikumsschicht (13) in einer Vertiefung (3) des Substrats so ”"”””'-’-”// AR Al
(13) g3 \/ / \\\\\\\

positioniert, dal die Anschlisse (11) des Bauelementes 8
nach oben in Richtung zur Dielektrikumsschicht zeigen. Die
Kontaktierung erfolgt Uber eine auf der Oberseite der Die-
lektrikumsschicht angeordnete Leiterbahnstruktur (16),
welche Uber Durchgangslécher einerseits zu den An-
schlissen (11) des Bauelementes (10) und andererseits zu 6 6
AuRenanschliissen (6) auf Polymerhockern (2) kontaktiert

sind, wobei letztere an der Unterseite des Substrats (1)

oder auf der Oberseite der Dielektrikumsschicht angeformt

sein kdnnen.
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Beschreibung

[0001] Verfahren zur Anschluflkontaktierung von
elektronischen Bauelementen auf einem isolierenden
Substrat und nach dem Verfahren hergestelltes Bau-
element-Modul

[0002] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur An-
schluf3kontaktierung mindestens eines elektroni-
schen Bauelementes mit flachigen Anschlu3elemen-
ten auf einem isolierenden Substrat sowie ein nach
diesem Verfahren hergestelltes Bauelement-Modul.

Stand der Technik

[0003] Aus der EP 0782765 B1 ist bereits ein Baue-
lement-Modul, bestehend aus einem AnschluRsubst-
rat mit auf der Unterseite angeformten Polymerhé-
ckern, bekannt, auf welchem ein Chip angeordnet
und kontaktiert ist. Es ist dort auch vorgesehen, den
Chip in einer Ausnehmung auf der Unterseite des
Substrats anzuordnen, wobei verschiedene Arten der
Kontaktierung gezeigt sind. Neben der Kontaktierung
in Flip-Chip-Technik ist dort vor allem die Kontaktie-
rung Uber Bonddrahte vorgesehen. Wahrend die
Flip-Chip-Technik nur eine begrenzte Verbindungs-
dichte ermoglicht, verlangt die Verbindungstechnik
mit Bonddrahten einen hohen Werkzeugaufwand, da
jeder Kontakt einzeln verbunden werden mufd und die
Bonddrahte anschliefend noch mit einer Schutzum-
hillung versehen werden mussen.

[0004] Aus der WO 01/37338 A2 ist ferner ein Ver-
fahren zum Integrieren eines Chips innerhalb einer
Leiterplatte bekannt, wobei der Chip rickseitig ge-
dinnt, dann auf eine Leiterplatten-Bodenschicht auf-
gebracht und von einer weiteren Leiterplattenschicht
umhllt wird. In dieser Schicht werden dann Ausneh-
mungen zur Leiterstruktur der Leiterplatten-Boden-
schicht und zu den Anschluf3flachen des Chips er-
zeugt und mit einer entsprechenden Leiterstruktur
versehen. Dieses Verfahren ergibt einen verhaltnis-
maRig hohen Aufbau der Leiterplatten-Schichtstruk-
tur.

Aufgabenstellung

[0005] Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Verfahren zur Kontaktierung von Bauelementen, ins-
besondere von Halbleiterchips auf einem Substrat
anzugeben und ein derart erzeugtes Modul zu schaf-
fen, wobei ein moglichst platzsparender Aufbau mit
einfachen Verfahrensschritten einhergeht und wobei
insbesondere keine Werkzeuge und Verfahrens-
schritte fur die Kontaktierung einzelner AnschluRRele-
mente des Bauelementes erforderlich sind.
[0006] Erfindungsgemal® weist ein Verfahren zur
AnschluBkontaktierung mindestens eines elektroni-
schen Bauelementes mit flachigen Anschlu3elemen-
ten auf einem isolierenden Substrat folgende Schritte
auf:

a) das Substrat wird dreidimensional aus einem
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Polymermaterial geformt, wobei an der Oberseite
des flachen Substrats mindestens eine Vertiefung
entsprechend den Abmessungen des zu kontak-
tierenden Bauelementes geformt wird;

b) das Bauelement wird in der zugehérigen Vertie-
fung so angeordnet, da® seine mit AnschlufRele-
menten versehene Anschluf3seite nach oben ge-
richtet ist und anndhernd mit der Oberseite des
Substrats fluchtet;

c) die Oberseite des Substrats einschlieRlich des
Bauelementes wird mit einer Dielektrikumsschicht
bedeckt;

d) an der auReren Oberflache des Substrats oder
der Dielektrikumsschicht werden AufRenkon-
takt-HOcker aus Polymermaterial angeformt;

e) mittels Laserbestrahlung werden Durchgangs-
I6cher (Vias) durch die Dielektrikumsschicht zu
den Anschliissen des Bauelementes und gegebe-
nenfalls Verbindungslécher zum Substrat ge-
bohrt;

f) die Oberseite der Dielektrikumsschicht und die
Innenseiten der Durchgangslocher sowie der Ver-
bindungslécher werden mit einer Metallisierung
versehen und

g) die Metallisierung wird mit Hilfe von Laserstrah-
lung strukturiert, wobei jeweils AulRenkontakte auf
den AuRenkontakt-Hockern sowie Leiterbahnen
zwischen den AnschluRelementen des Bauele-
mentes und den AuRenkontakten auf den AulRen-
kontakt-Hockern gebildet werden.

[0007] Die erfindungsgemale Verwendung des
dreidimensionalen, durch Spritzgie3en oder Heil3pra-
gen hergestellten Substrats mit einer vorgeformten
Vertiefung fiir das Bauelement oder die Bauelemente
|&Rt sich eine geringe H6he des so gewonnenen Mo-
duls einhalten, da durch die vertiefte Anordnung des
Bauelementes auch die darliber angeordnete Dielek-
trikumsschicht nur eine relativ geringe Dicke aufwei-
sen mufl. Die Kontaktierung der Bauelement-An-
schluRelemente und deren leitende Verbindung bis
hin zu den externen Anschlissen an den Polymerhé-
ckern der Unterseite erfolgt Uber Laserprozesse,
namlich Strukturieren und Bohren, die mit elektroni-
schen Masken arbeiten, so dal} keine Werkzeuge
und Einzelprozesse fir die Verbindung einzelner
Kontakte erforderlich sind. Die Genauigkeit der La-
serlithographie erlaubt auch eine gegenlber der
Flip-Chip-Technologie hdhere Verbindungsdichte.

[0008] Das Substrat kann bereits vor dem Aufbrin-
gen des Bauelementes sowohl oberseitig als auch
unterseitig und in Durchgangsléchern mit einer Me-
tallisierung versehen sein, wobei bereits durch Laser-
strukturierung interne AnschluRelemente auf der
Oberseite, externe Anschlufelemente auf den Poly-
merhdckern der Unterseite und Verbindungsleiter-
bahnen von den internen Anschlissen Uber die
Durchgangsldcher zu den externen Anschlissen ge-
bildet werden. In diesem Fall werden nach dem Auf-
bringen der Dielektrikumsschicht der Metallisierung
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jeweils Kontaktlocher zu den Anschluflelementen
des Bauelementes und Verbindungslécher zu den in-
ternen Anschlissen gebohrt und entsprechende Lei-
terbahnen lediglich auf der Oberseite des Substrats
bzw. der Dielektrikumsschicht strukturiert.
[0009] Es ist aber auch mdéglich, das Substrat zu-
nachst ohne Metallisierung mit dem Bauelement bzw.
den Bauelementen zu bestlicken und die Dielektri-
kumsschicht aufzubringen. In diesem Fall werden
Bohrungen von der Oberseite zu den Anschluf3ele-
menten des Bauelementes wie im vorhergehenden
Fall erzeugt, auBerdem aber werden die Verbin-
dungslécher als Durchgangsbohrungen durch die Di-
elektrikumsschicht und das urspriingliche Substrat
bis zu dessen Unterseite erzeugt, so da® mit einer
nachfolgenden Metallisierung der Oberseite und der
Unterseite des Verbundkoérpers zugleich auch elektri-
sche Verbindungen von der Oberseite Uber die
Durchgangslocher zu der Unterseite des Substrats
und zu den externen Anschlissen auf den Polymer-
héckern erzeugt werden. Durch die Strukturierung
der Metallisierung auf der Oberseite und auf der Un-
terseite werden die einzelnen Leiterbahnen vonein-
ander getrennt.
[0010] In einer weiteren Ausfihrungsform der Erfin-
dung werden zwei Folien mit unterschiedlichen
Schmelzpunkten verwendet, wobei zunachst eine
erste Folie mit einem hohen Schmelzpunkt durch
Pragen mit einer oder mehreren Vertiefungen fir ent-
sprechende Bauelemente versehen und anschlie-
Rend mit diesen Bauelementen bestickt wird. Da-
nach wird eine weitere Folie mit niedrigerem
Schmelzpunkt auf die Bauelementeseite der ersten
Folie aufgebracht und mit dieser verbunden. Durch
einen weiteren Pragevorgang werden an dieser zwei-
ten Folie Polymerhdcker als Trager fir externe An-
schlusse angeformt. Der Verbundkoérper wird danach
durch Laserbohren mit Kontaktldchern zu den An-
schluBelementen der Bauelemente und mit Verbin-
dungsléchern zwischen Oberseite und Unterseite
des Verbundkorpers versehen; durch eine Metallinie-
rung des Verbundkdérpers und anschlielende Struk-
turierung der Oberseite und Unterseite werden wie im
vorhergehenden Fall Leiterbahnen zwischen den An-
schluBelementen der Bauelemente und den externen
Anschlissen auf den Polymerhdckern hergestellt.
[0011] Ein nach dem erfindungsgemafien Verfahren
hergestelltes Bauelement-Modul besitzt demnach ein
dreidimensional aus Polymermaterial geformtes Sub-
strat, eine auf dem Substrat angeordnete Dielektri-
kumsschicht und mindestens ein zwischen dem Sub-
strat und der Dielektrikumsschicht angeordnetes
elektronisches Bauelement sowie folgende Merkma-
le:

— das Substrat besitzt auf seiner Oberseite min-

destens eine Vertiefung, in der das Bauelement

so positioniert ist, dal® seine Anschlisse nach

oben in Richtung der Dielektrikumsschicht wei-

sen,

— die Dielektrikumsschicht weist jeweils von den
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Anschlissen des Bauelements zu ihrer Oberseite
sich erstreckende Durchgangslécher auf,

— an der Unterseite des Substrats oder an der
Oberseite der Dielektrikumsschicht sind Aulen-
kontakt-Hocker aus Polymermaterial angeformt
und mit Auflenkontakten in Form einer Metallbe-
schichtung versehen, und

— auf der Oberseite der Dielektrikumsschicht ist
eine Leiterbahnstruktur angeordnet, die leitende
Verbindungen zu den Anschlissen des Bauele-
mentes Uber die Durchgangslécher sowie zu den
AuRenkontakten erzeugen.

[0012] Die Aufienkontakt-Hocker kénnen an der
Unterseite des Substrats angeordnet sein; in diesem
Fall gehen die leitenden Verbindungen von der Ober-
seite der Dielektrikumsschicht Gber Durchgangslo-
cher in der Dielektrikumsschicht und in dem Substrat
zu den AuRenkontakten. Je nach dem verwendeten
Herstellungsverfahren kann die Verbindung uber
eine Durchkontaktierung durch beide Schichten erfol-
gen; es ist aber auch moglich, getrennte Durch-
gangslécher in der Dielektrikumsschicht und in dem
Substrat vorzusehen, die dann ber eine metallische
Schicht auf der Oberseite des Substrats miteinander
in Verbindung stehen.

[0013] Das Substrat und die Dielektrikumsschicht
kénnen durch zwei aufeinandergelegte Folien gebil-
det werden, wobei die das Substrat bildende erste
Folie zunachst verformt wird, um Vertiefungen flr ein
oder mehrere Bauelemente auszubilden, wobei
gleichzeitig an der Unterseite die AuRenkontakt-Ho-
cker angeformt werden kénnen. Nach dem Aufbrin-
gen der Bauelemente wird dann die zweite Folie auf-
gelegt und mit der ersten verbunden, wobei dann in
der zweiten Folie als Dielektrikumsschicht die Durch-
gangslécher erzeugt werden kénnen. In diesem Fall
kénnen an der zweiten Folie auch die AulRenkon-
takt-Hocker angepragt werden, wobei fiir diesen Fall
die erste Folie keine Hocker besitzt. Bei diesem Auf-
bau muf} die zweite Folie einen niedrigeren Schmelz-
punkt aufweisen als die erste, damit beim Pragen der
zweiten Folie die erste nicht in ihrer Form verandert
wird.

Ausfiuhrungsbeispiel

[0014] Die Erfindung wird nachfolgend an Ausflih-
rungsbeispielen anhand der Zeichnung naher erlau-
tert. Es zeigen:

Fig. 1A bis 1D eine erste Ausflihrungsform der Erfin-
dung mit einem in mehreren Verfahrensstadien dar-
gestellten Bauelement-Modul,

Fig. 2A bis 2D eine zweite Ausfuhrungsform der Er-
findung mit einem in mehreren Verfahrensstadien ge-
zeigten Bauelementmodul,

Fig. 3A bis 3D eine dritte Ausfihrungsform der Erfin-
dung mit einem aus zwei Folien gebildeten Modul in
mehreren Verfahrensstadien und

Fig. 4A bis 4C eine vierte Ausfuhrungsform der Erfin-
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dung mit einem aus zwei Folien gebildeten Modul in
unterschiedlichen Verfahrensstadien der Herstellung.

[0015] Inden Fig. 1A bis 1D wird die Herstellung ei-
nes Bauelement-Moduls gezeigt, wobei zunachst ein
Substrat 1 aus Polymermaterial dreidimensional her-
gestellt wird. Dieses kann beispielsweise durch
SpritzgieRen oder HeilRpragen erzeugt werden. An
diesem Substrat werden bei der Ausformung an der
Unterseite jeweils Polymerhocker 2 angeformt, wah-
rend in der Oberseite mindestens eine Vertiefung 3
zur Aufnahme eines elektronischen Bauelementes,
beispielsweise eines Halbleiterchips, eingeformt
wird. Auflerdem werden Durchgangslécher 4 zwi-
schen der Oberseite und der Unterseite des Subst-
rats geformt.

[0016] In Fig. 1B ist gezeigt, dal® das Substrat 1 so-
wohl an der Unterseite als auch an der Oberseite und
in den Durchgangsléchern 4 mit einer Metallschicht 5
versehen ist, welche bereits mit herkémmlichen Ver-
fahren, wie Laserstrukturieren und/oder Atztechnik,
so strukturiert ist, dall auf den Hockern 2 jeweils Au-
Renkontakte 6, auf der Unterseite des Substrats Lei-
terbahnen 7, auf der Oberseite des Substrats Leiter-
bahnen 8 und in den Durchgangsléchern 4 jeweils
Durchgangsleiter 9 ausgebildet sind. Die Durch-
gangslécher 4 sind danach mit einem Fillmaterial,
das metallisch oder isolierend sein kann, gefullt. In ei-
nem weiteren Schritt, der ebenfalls in Fig. 1B bereits
zu sehen ist, ist in die Vertiefung 3 ein Bauelement 10
derart eingesetzt, das es mit seinen Anschlissen 11
nach oben weist. Diese Anschlisse 11 fluchten damit
im wesentlichen mit der Oberseite des Substrats 1
bzw. der Leiterbahnstruktur 8 auf dieser Oberseite.
Mittels einer Klebeschicht 12 ist das Bauelement, bei-
spielsweise ein Halbleiterchip, in der Vertiefung fi-
xiert.

[0017] In einem nachsten Schritt, der in Fig. 1C ge-
zeigt ist, wird auf die Oberseite des Substrats 1 eine
Dielektrikumsschicht 13 aufgebracht. Diese kann bei-
spielsweise in Form einer Folie auflaminiert werden.
Es ist aber auch mdglich, diese Dielektrikumsschicht
13 in einem Spruhverfahren, in einem SpritzgieRvor-
gang oder auf sonstige Weise zu erzeugen.

[0018] In der Dielektrikumsschicht 13 werden dann
von der Oberseite her Durchgangslécher durch La-
serbohren erzeugt. Die jeweilige Laserbestrahlung ist
in Fig. 1C mit den Pfeilen 14 angedeutet. Dabei wer-
den Durchgangslécher 15 bzw. 15a jeweils zu den
Anschlissen 11 des Bauelementes 10 sowie an wei-
teren Stellen zu Innenkontakten 8a der Leiterbahnen
8 auf der Oberseite des Substrats 1 erzeugt. Diese
Durchgangslécher sind Fig. 1D gezeigt. Dabei ist
weiter dargestellt, dal auf der Oberseite der Dielekt-
rikumsschicht 13 eine weitere Metallisierungsschicht
16 abgeschieden wird, die zugleich die Wande der
Durchgangslécher 15 bzw. 15a bedeckt und die An-
schlisse 11 des Bauelementes kontaktiert. Diese
Metallschicht 16 wird weiter mittels Laserstrahlen 17
strukturiert, so dal eine Leiterbahnstruktur entsteht,
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die elektrische Verbindungen von den Anschliissen
11 Uber die Durchgangslécher 15 zu den Leiterbah-
nen 8 und Uber die Durchgangslécher 15a und die
Durchgangsleiter 9 zu den Aulenkontakten 6 her-
stellt. Die Leiterbahnstruktur 16 auf der Oberseite der
Dielektrikumsschicht 13 wird schlieRlich mit einer Iso-
lierschicht 18 abgedeckt, so dalk das so erzeugte Mo-
dul geschitzt weiterverarbeitet werden kann.

[0019] In den Fig. 2A bis 2D ist eine abgewandelte
Ausgestaltung der Erfindung gezeigt. Dort wird ein
Substrat 21 in gleicher Weise wie im vorherigen Bei-
spiel ausgeformt und mit Auflenkontakt-Hockern 22
auf seiner Unterseite sowie einer Vertiefung 23 in sei-
ner Oberseite versehen. Dieses Substrat 21 besitzt
zunachst keine Durchgangsldcher wie im vorherigen
Beispiel. Auch eine Metallisierung wird noch nicht
vorgenommen. Vielmehr wird die Vertiefung 23 ohne
weitere Beschichtung des Substrats mit dem Bauele-
ment 10 versehen, das auch in diesem Fall seine An-
schlisse 11 zur Oberseite hin besitzt.

[0020] In Fig. 2C ist gezeigt, dal auf das Substrat
21 mit dem Bauelement 10 unmittelbar eine Dielekt-
rikumsschicht 24 aufgebracht wird, wobei also zwi-
schen dem Substrat 21 und der Dielektrikumsschicht
24 keine Metallisierungsschicht vorhanden ist. In der
Dielektrikumsschicht 24 werden dann, wie im vorher-
gehenden Beispiel, mittels Laserstrahlung Durch-
gangslécher erzeugt, und zwar Durchgangslécher 25
zu den Bauelement-Anschlissen 11 und Durch-
gangslécher 26, die in diesem Fall beide Schichten,
namlich die Dielektrikumsschicht 24 und das Subst-
rat 21 durchdringen.

[0021] Wie in Fig. 2D gezeigt ist, wird dann sowohl
auf der Unterseite des Substrats 21 als auch auf der
Oberseite der Dielektrikumsschicht 24 und in den
Durchgangsléchern 25 und 26 eine Metallisierungs-
schicht erzeugt und anschlieRend strukturiert, so dafl}
auf den Hockern 22 jeweils Aulienkontakte 27 und
auf der Oberseite der Dielektrikumsschicht 24, auf
der Unterseite des Substrats 21 und in den Durch-
gangsléchern 25 und 26 eine Leiterbahnstruktur 28
erzeugt wird, die elektrische Verbindungen zwischen
den Anschlissen 11 des Bauelementes und den Au-
Renkontakten 27 sowie gegebenenfalls zu sonstigen
Anschlissen herstellt. Die Durchgangslocher 26 wer-
den, wie bereits beschrieben, geflllt, und die Ober-
seite der Dielektrikumsschicht 24 bzw. der Leiter-
bahnstruktur 28 wird mit einer schitzenden lIsolati-
onsschicht 29 abgedeckt.

[0022] Inden Fig. 3A bis 3D wird gezeigt, wie ein er-
findungsgemafles Modul durch zwei Folien gebildet
werden kann. Eine erste Folie bildet dabei das Sub-
strat 31, wahrend eine zweite Folie die Dielektrikums-
schicht 32 bildet. Zunachst wird gemal Fig. 3A das
Substrat 31 gepragt, wobei an der Unterseite jeweils
AuBenkontakthdcker 33 und an der Oberseite unter-
schiedliche flache Vertiefungen 34 und tiefe Ausneh-
mungen 35 eingepragt werden. In die Vertiefungen
34 werden jeweils flache Bauelemente 10 wie im vor-
hergehenden Beispiel mit ihren Anschliissen 11 nach
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oben liegend eingesetzt und fixiert. In die Vertiefung
35 wird beispielsweise ein senkrecht stehendes Bau-
element 19 so eingesetzt, dall ein Anschlul} 19a zur
Oberseite und ein weiterer Anschluf® 19b zur Unter-
seite weist. Wie in Fig. 3B gezeigt ist, fluchten in die-
sem Fall die Bauelement-Anschlisse 11 und 19a mit
der Oberseite des Substrats 31. Es ware aber auch
denkbar, dal die Vertiefungen 34 und 35 geringer
sind als die jeweilige Hohe des Bauelementes, so
daf} die eingebrachten Bauelemente Uber die Ober-
seite des Substrats 31 hinausragen.

[0023] Im nachsten Schritt wird die Folie, welche die
Dielektrikumsschicht 32 bildet, auf das Substrat 31
aufgelegt und mit ihr verbunden. Danach werden, wie
in Fig. 3C gezeigt, Durchgangslocher mittels Laser-
strahlen 36 erzeugt, und zwar jeweils Durchgangs|o-
cher 37 zu den Bauelement-Anschliissen 11 sowie
19a und Durchgangslécher 38, welche von der Ober-
seite der Dielektrikumsschicht 32 zur Unterseite des
Substrats 31 reichen. Weiterhin wird ein Durchgangs-
loch 39 von der Unterseite des Substrats 31 zum An-
schluf® 19b des Bauelementes 19 gebohrt.

[0024] Ahnlich wie im vorherigen Beispiel werden
danach das Substrat 31 auf seiner Unterseite, die Di-
elektrikumsschicht auf seiner Oberseite und die
Durchgangsldcher mit einer allseitigen Metallisierung
40 versehen, die dann wiederum mittels Laserstrah-
len 41 strukturiert wird. Auf diese Weise werden dann
AuRenkontakte 42 und eine Leiterstruktur, wie in den
vorherigen Beispielen, erzeugt.

[0025] In den Fig. 4A bis 4C ist ein weiter abgewan-
deltes Beispiel zur Erzeugung eines Bauelement-Mo-
duls aus zwei Folien gezeigt. Dabei dient, wie im vor-
herigen Beispiel, eine erste Folie als Substrat 31, auf
die eine zweite Folie als Dielektrikumsschicht 32 auf-
gelegt wird. Im Unterschied zu dem vorherigen Bei-
spiel werden an dem Substrat 31 zwar die Vertiefun-
gen 34 und 35 fir die verschiedenen Bauelemente
eingepragt, jedoch zunachst keine Hocker 33 an der
Unterseite. Die Vertiefungen 34 und 35 sind bei die-
sem Beispiel gemal Fig. 4A so gezeigt, daf} die Bau-
elemente nicht vollstandig in den Vertiefungen aufge-
nommen werden. Beim Aufbringen und Pragen der
Dielektrikumsschicht 32 werden die Bauelemente 10
und 19 somit teilweise in die Dielektrikumsschicht 32
hineingepragt. AuRerdem werden in diesem Fall H6-
cker 43 an der Oberseite der Dielektrikumsschicht
angepragt.

[0026] Ansonsten werden, wie im vorhergehenden
Beispiel, Durchgangslocher 37, 38 und Sackl6cher
39 mittels Laserstrahlen 36 gebohrt (Fig. 4B). Da-
nach wird eine Metallisierung mit anschlieRender La-
ser-Strukturierung, wie im vorhergehenden Beispiel,
vorgenommen, um die AuRenkontakte 42 in diesem
Fall auf den AuRenkontakt-Hockern 43 sowie ent-
sprechende Leiterbahnstrukturen 40 zu erzeugen.
Die Leiterbahnen kdnnen in tblicher Weise mittels ei-
ner Isolierbeschichtung abgedeckt und geschitzt
werden.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zur Anschluf3kontaktierung mindes-
tens eines elektronischen Bauelementes (10; 19) mit
flachigen AnschlufRelementen (11; 19a, 19b) auf ei-
nem isolierenden Substrat (1; 21, 31) mit folgenden
Schritten:

a) das Substrat (1; 21, 31) wird dreidimensional aus
einem Polymermaterial geformt, wobei an der Ober-
seite des Substrats mindestens eine Vertiefung (3;
23; 34, 35) entsprechend den Abmessungen des zu
kontaktierenden Bauelementes (10; 19) geformt wer-
den,

b) das Bauelement (10; 19) wird in der zugehérigen
Vertiefung (3; 23; 34, 35) so angeordnet, dal} seine
mit AnschluBelementen (11; 19a) versehene An-
schlufseite nach oben gerichtet ist und annahernd
mit der Oberseite des Substrats (1; 21; 31) fluchtet,
c) die Oberseite des Substrats (1; 21; 31) einschliel3-
lich des Bauelementes (10; 19) wird mit einer Dielek-
trikumsschicht (13; 24; 32) bedeckt,

d) an der AuBenseite des Substrats (1; 21; 31) oder
der Dielektrikumsschicht (32) werden AufRenkon-
takt-Hocker (2; 22; 33; 43) aus Polymermaterial an-
geformt,

e) mittels Laserbestrahlung werden Durchgangslo-
cher (15a; 25; 37, 39) durch die Dielektrikumsschicht
(13; 24; 32) zu den Anschlissen (11; 19) des Bauele-
mentes und gegebenenfalls Verbindungslocher (15;
26; 38) zu AulRenanschlissen gebohrt,

f) die Oberseite der Dielektrikumsschicht (13; 24; 32)
und die Innenseiten der Durchgangslocher (15; 25;
37) und der Verbindungslocher (15a; 26; 38) werden
mit einer Metallisierung (16; 28; 40) versehen und

g) die Metallisierung wird mit Hilfe von Laserstrahlung
(17; 41) strukturiert, wobei jeweils AuRenkontakte (6;
27; 42) auf den AuRenkontakt-HOckern (2; 22; 33; 43)
sowie Leiterbahnen zwischen den Anschlissen (11;
19a, 19b) des Bauelementes (10; 19) und den Au-
Renkontakten (6; 27; 42) auf den Aulienkontakt-Ho-
ckern (2; 22; 33; 43) gebildet werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei im Schritt a)
das Substrat durch Spritzgielen geformt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, wobei im Schritt a)
das Substrat durch Heillpragen einer Folie geformt
wird.

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
wobei im Schritt a) Durchgangsldcher (5) zwischen
der Oberseite und der Unterseite des Substrats (1)
eingeformt werden.

5. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 4,
wobei in dem Schritt a) die AuRenkontakt-Hocker (2;
22; 33) auf der Unterseite des Substrats (1; 21; 31)
erzeugt werden.

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3,



DE 102 25 431 A1 2004.01.08

wobei nach dem Schritt a) jeweils Durchgangslécher
zwischen der Oberseite und der Unterseite des Sub-
strats (1) durch Laserbohren erzeugt werden.

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 4 bis 6,
wobei nach dem Schritt a) folgende Schritte eingefligt
werden:
aa) das Substrat (1) wird oberseitig und unterseitig
und in den Durchgangsléchern (4) mit einer Metalli-
sierung (7, 8, 9) versehen und
ab) die Metallisierung (7, 8, 9) wird mit Hilfe von La-
serbestrahlung strukturiert, wobei durch partielle Ab-
tragung der Metallisierung jeweils Innenkontakte (8)
auf der Oberseite, AuRenkontakte (6) auf den AulRen-
kontakt-Hockern und Verbindungsleiterbahnen von
den Innenkontakten uber die Durchgangslécher (4)
zu den AuRenkontakten (6) gebildet werden und wo-
bei im Schritt e) die Verbindungslécher zu den Innen-
kontakten (8a) gebohrt werden und im Schritt g) je-
weils Leiterbahnen von den Anschlissen (11) des
Bauelementes (10) zu den Innenkontakten (8a) gebil-
det werden.

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 4 bis 6,
wobei im Schritt e) die Verbindungslocher (15a) in der
Dielektrikumsschicht (13) mit den Durchgangsl6-
chern (4) im Substrat fluchtend ausgebildet werden.

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
wobei im Schritt e) die Verbindungsl6cher als Durch-
gangsldcher durch die Dielektrikumsschicht und das
Substrat in einem Zug ausgebildet werden.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, wobei im
Schritt f) zusatzlich die Unterseite des Substrats (21)
und die Innenwande (28) der Durchgangslécher mit
der Metallisierung versehen werden und wobei im
Schritt g) Leiterbahnen von den Anschlissen (11)
des Bauelementes (10) uber die Durchgangslécher
(26) zu den AufRenkontakten (27) gebildet werden.

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis
10, wobei die Dielektrikumsschicht (13, 24, 32) als
Polymerfolie aufgeklebt oder laminiert wird.

12. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis
10, wobei die Dielektrikumsschicht im Schritt c) durch
Spruhen aufgetragen und dann ausgehartet wird.

13. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis
10, wobei die Dielektrikumsschicht im Schritt c) durch
Umspritzen des Substrats erzeugt wird.

14. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis
13, wobei auf die strukturierte Metallisierungsschicht
(16) auf der Oberseite der Dielektrikumsschicht (13)
eine isolierende Deckschicht (18) aufgebracht wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei als Deck-
schicht eine LCP-Folie verwendet wird.
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16. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis
15, wobei im Schritt ¢) eine Dielektrikumsschicht (32)
mit einem niedrigeren Schmelzpunkt als dem des
Substrats (31) aufgebracht wird und im Schritt d) an
der Auflenseite der Dielektrikumsschicht die An-
schluBhécker (43) durch Heipragen erzeugt wer-
den.

17. Modul, hergestellt mit einem Verfahren nach
einem der Anspriiche 1 bis 16, mit einem dreidimen-
sional aus Polymermaterial geformten Substrat (1;
21; 31),
einer auf dem Substrat angeordneten Dielektrikums-
schicht (13; 24; 32) und
mindestens einem zwischen dem Substrat und der
Dielektrikumsschicht angeordneten elektronischen
Bauelement (10; 19), mit folgenden Merkmalen:
—das Substrat (1, 21, 31) besitzt auf seiner Oberseite
mindestens eine Vertiefung (3; 23; 34, 35), in der das
Bauelement (10; 19) so positioniert ist, dal seine An-
schlisse (11; 19a) nach oben in Richtung der Dielek-
trikumsschicht (13; 24; 32) weisen,

— die Dielektrikumsschicht (13; 24; 32) weist jeweils
von den Anschlissen (11; 19a) des Bauelementes zu
ihrer Oberseite sich erstreckende Durchgangslécher
bzw. Verbindungslécher (15, 15a; 25; 37) auf,

— an der Unterseite des Substrats (1; 21; 31) oder an
der Oberseite der Dielektrikumsschicht (32) sind Au-
Renkontakt-Hocker (2; 22; 33; 43) aus Polymermate-
rial angeformt und mit jeweils einem AufRenkontakt
(6; 27; 42) in Form einer Metallbeschichtung verse-
hen, und

— auf der Oberseite der Dielektrikumsschicht (13; 24;
32) ist eine Leiterbahnstruktur (16; 28; 40) angeord-
net, die leitende Verbindungen zu den Anschliissen
(11; 19a) des Bauelementes bzw. der Bauelemente
Uber die Durchgangslécher sowie zu den Auf3enkon-
takten (6; 27; 42) bildet.

18. Modul nach Anspruch 17, wobei die Aulien-
kontakt-Hocker (2; 22; 33) auf der Unterseite des
Substrats (1; 21; 31) vorgesehen sind und leitende
Verbindungen sich von der Oberseite der Dielektri-
kumsschicht (13; 24; 32) uber Durchgangslécher zu
den AulRenkontakten (6; 27; 42) erstrecken.

19. Modul nach Anspruch 18, wobei auf der
Oberseite des Substrats (1) Leiterbahnen (8) ange-
ordnet sind, die Uber erste Verbindungslécher (15a)
mit der Leiterbahnstruktur (16) auf der Dielektrikums-
schicht Uber zweite Verbindungslécher (4) mit den
AuBenkontakten (6) auf der Unterseite des Substrats
elektrisch leitend verbunden sind.

20. Modul nach Anspruch 17, wobei in einer Ver-
tiefung des Substrats (31) ein Bauelement (19) mit
mindestens einem nach oben gerichteten Anschluf®
(19a) und mit mindestens einem nach unten gerich-
teten Anschluf3 (19b) angeordnet ist und wobei jeder
nach oben gerichtete Anschlul? (19a) jeweils Uber ein
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Durchgangsloch (37) in der Dielektrikumsschicht (32)
und jeder nach unten gerichtete Anschluf’ (19b) Gber
ein Blindloch (39) von der Unterseite des Substrats
(31) kontaktiert ist.

21. Modul nach Anspruch 17, wobei die Auf3en-
kontakt-Hocker (43) auf der Oberseite der Dielektri-
kumsschicht (32) angeformt sind.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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